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序＞大気圧熱プラズマジェット (TPJ) を用いたアモルファスシリコン (a-Si) 膜の結晶化において課題とさ
れるスループットの向上を目指し、フレキシブルガラスを利用することで可能となる円筒型回転ステージを
用いた方法を考案、製作を行った。製作したステージを用いた結晶化を行い、結晶化領域の様子を観察した。 
実験＞走査速度 10,000 mm/sを目指し、半径 125 mm、質量 2.65 kgのアルミの円筒状のステージを回転数 764 

rpmで安定して回転することができる円筒型回転ステージの設計・製作を行った(Fig. 1)。その後、100 m厚
フレキシブルガラス上に誘導結合型プラズマ化学気相堆
積法を用いて a-Si膜を 100 nm堆積し、450°Cで 1時間
の脱水素処理を行った。側面に試料を貼り付けた円筒型
回転ステージを回転しつつ DC アーク放電により 1.9～
4.2 kWの投入電力で発生したTPJを照射した。 
結果及び考察＞電力 P = 1.9 [kW]を投入し TPJ 基板間
距離 d = 2.5 [mm], 回転数 n = 65 [rpm](走査速度 vr = 

850 [mm/s] )の HSLC 条件で[1]、円筒型回転ステージ
を用いて結晶化実験を行った結果、HSLC の特徴的な
樹状模様を確認することができた(Fig. 2)。このことか
ら円筒型回転ステージを用いても従来と同様の結晶
化が行えることが分かった。 

 また電力 P = 4.2 [kW]を投入して TPJ 基板間距離 d 

= 2.0 [mm], 回転数 n = 382 [rpm] (走査速度 vr = 5000 

[mm/s] )の HSLC 条件で高速結晶成長を試みたとこ
ろ、直線的かつ規則的に整列した結晶成長を誘起でき
ることを見出した(Fig. 3)。 

結論＞TPJ による a-Si膜の結晶化において、高スルー
プットを実現する円筒型回転ステージの考案、製作を
行った。またその円筒型回転ステージを用いて従来方
法と同様に結晶化が行えることを確認した。さらに、
直線的でかつ規則的な結晶粒を初めて発見すること
ができた。 
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Fig. 2. Optical microscope images of TPJ crystallized a-Si 

films by conventional linear stage (a), and cylindrical 

rotation stage (b). 
Fig. 3. Optical microscope image of a crystallized 

silicon film exhibiting periodically ordered grains. 

Fig. 1. Schematic illustration of TPJ irradiation on a-Si films 

attached to a cylindrical rotation stage (a), and a photograph 

of the experiment set up(b). 
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